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【はじめに】現在のエレクトロニクスでは適用が難しい高温、高放射線などの極限環境でも動作

可能な半導体デバイスが求められている。特にイメージセンサはそのデバイスの構造的に遮

蔽膜での被覆ができないことから、放射線被曝によって故障しやすく、デバイス自体に放射

線耐性が求められる。一般的な CMOSイメージセンサの画素は PD(Photodiode)とMOSFETに

よるアンプによって構成されており、このうちの MOSFET部分がトータルドーズ効果により

劣化することがイメージセンサ故障の原因であると考えられる。一方、ワイドバンドギャッ

プ半導体であるシリコンカーバイドは放射線への耐性が期待でき、実際に先行研究において

放射線ドーズ量 1.13 MGy暴露後での nチャネル MOSFETの動作が確認されている。これを

利用してより高い放射線環境応用のためシリコンカーバイドを用いたイメージセンサの研究

開発を行う。本研究では 4H-SiC基板上に PDと 1画素デバイスを作製し、波長 240 nmまで

の PDの分光感度特性の評価と 1画素デバイスの動作確認を行った。 

【実験内容】本実験では 4H-SiC基板上に濃度の異なる n+/n- PDと 1画素デバイスの作製を行っ

た。まず、p型エピタキシャル層を 5 µm形成した 4H-SiC基板上に 500 ℃の高温イオン注入

によって、MOSFET S/D領域、PD領域、基板コンタクト領域の形成を行う。その後、ゲート

酸化膜、Ni/Nb シリサイドでの基板へのオーミックコンタクトを形成する。コンタクト形成

後はスパッタ法による Al堆積と、APCVD装置での酸化膜堆積によって、3層のメタル配線を

形成した。作製後、単波長 UV光の照射とともに PDの I-V特性を測定し、その時の光電流量

から PDの分光感度特性を求めた。また、1画素デバイスの光応答特性を測定した。 

【結果】Fig.1 に作製した PD の分光感度特性を示す。n 領域の濃度差による光電流の差はほとん

どみられず、波長 280 nmにて最大放射感度 0.16 A/W、量子効率 70 %を獲得した。また、Fig.2

に作製した 4H-SiC 1画素デバイスの出力電圧を示す。入力電圧として 0-10 V, 30 Hzの矩形波

をリセット電圧に印加した。リセット電圧をオフにしたタイミングで UV光に伴う出力電圧降

下のスイングが見られたことから、1画素デバイスとしての動作が確認できた。 
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Fig.1 Responsivity of 4H-SiC UV-PDs Fig.2 Output Voltage of Single-pixel 
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